
187 
 

УДК 621.382 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЬНОТОЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕНАДЕЖНЫХ  

СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ 
Студент гр. 11305116 Урбанович Е. С.  

Канд. физ.-мат. наук, доцент Бумай Ю. А.  
Белорусский национальный технический университет 

Одним из методов выявления потенциально ненадежных светоизлу-
чающих диодов (СИД) является измерение временного спектра тепловых 
сопротивлений и сечений тепловых потоков в процессе импульсного на-
грева СИД большими токами (существенно выше предельных) и после-
дующем остывании. Метод основан на том, что локальность нагрева кри-
сталла при больших импульсных токах обусловлена неоднородностями 
и/или областями скоплений дефектов.  

Методом переходных электрических процессов при различных  
импульсных токах [1] исследованы тепловые свойства синих индикатор-
ных СИД Nichia (90 мВт) на основе InGaN/GaN гетероструктур. Измерения 
параметров проведены как в процессе импульсного нагрева, так и при  
последующем остывании.  

Спектры на малых токах (70 мА, хотя и превышающих номинальный ~30 
мА), измеренные при нагревании и остывании, отличались слабо. Аналогич-
ные спектры, полученные при больших токах (1,09 А), отличались сущест-
венно. Обнаружено, что тепловое сопротивление области кристалла (времена 
порядка 10 мкс), измеренное при нагреве, может значительно превышать из-
меренное при остывании. В частности, при нагревании сильно возрастает теп-
ловое сопротивление области кристалла. Указанный эффект сопровождается 
также существенным сужением площади теплового потока (до ~0,01 мм2 при 
площади поверхности кристалла СИД ~0,09 мм2). Результаты указывают на 
локальность нагрева кристалла, обусловленную шнурованием тока, которое 
обычно происходит, в областях скоплений дефектов, протяженных дефектов 
или обусловлено неоднородностями в легировании. Необходимо отметить 
также, что вольтамперные характеристики данных СИД достаточно сильно 
изменялись при длительных ультразвуковых обработках, что тоже указывает 
на наличие протяженных дефектов в области их p–n переходов.  
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